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WYDZIAL Podstawowych Probleméw Techniki
KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim Podstawy teorii struktur nikowymiarowych

Nazwa w jgzyku angielskim  Fundamentals of the theory dbw-dimensional
structures

Kierunek studiow (jesli dotyczy): Fizyka Techniczna

Specjalna¢ (jesli dotyczy): Nanoinzynieria
Stopien studidéw i forma: |/ H-stepien™, stacjonarna / -hiestacjonrarna*
Rodzaj przedmiotu: obowhzkowy / wybieralny-fogélreuczelniany *

Kod przedmiotu FTP001210W i FTP001210C

Grupa kursow —FAK / NIE*
Wyktad Cwiczenia | Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zai 30 30

zorganizowanych w Uczeln

(2zV)

Liczba godzin catkowitego 60 60

naktadu pracy studenta

(CNPS)

Forma zaliczenia Egzamin/ | Egzamin/ Egzamin / Egzamin / Egzamin /
zaliczenie | zaliczenie na zaliczenie na | zaliczenie na| zaliczenie na
ha-ocen” ocerg* ocerg* ocerg* ocerg*

Dla grupy kurséw zaznacgy
kurs kaicowy (X)

Liczba punktow ECTS 2

NN

w tym liczba punktow|
odpowiadajca zagciom
o charakterze praktycznym (I

—

w tym liczba punktéw ECTS 1,2 1,2
odpowiadajca zagciom
wymagajicym bezpéredniego
kontaktu (BK)

*niepotrzebne skigi¢

WYMAGANIA WST EPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJ ETNOSCI | INNYCH
KOMPETENCJI

Zaliczone kursy: Mechanika kwantowa — 1; Fizykdacstatego — 1; Podstawy fizyki
potprzewodnikow.

CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem kursu jest nabycie podstawowej wiedzygktniajgcej jej aspekty aplikacyjne
w dziedzinie teorii struktur niskowymiarowych.

C2. Nabycie umiegnosci samodzielnego rozeazywania zagadnie dotyczcych teorii
struktur niskowymiarowych

C3.Zdobycie umisjtnosci samodzielnego pozyskiwania wiedzy z literatuaykowej.




PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA
Student

Z zakresu wiedzy:
PEK W01 posiada wiedav zakresie podstaw teorii struktur niskowymiarotvyc

Z zakresu umienosci:

PEK _UO1 potrafi rozwgzywat wybrane zagadnienia w zakrepigdstaw teorii struktur
niskowymiarowych

PEK_UO02 umie stosowazdobyt wiedz w praktyce naukowej i technicznej

PEK _UO03 umie poszerzaviedz w oparciu o literatur naukovy

Z zakresu kompetenciji spotecznych:
PEK KO1 rozumie koniecz86 samoksztatcenia

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajeé - wykiad Liczba godzin

Podstawowe uktady dwuwymiarowe: tranzystory MOSFET],
studnie kwantowe i uktady studni oraz selektywnie
domieszkowane heteraziza. Omdwienie metod wytwarzania
(fotolitografia, epitaksja vazki molekularnej). Metody
obliczania energii podpasm (model funkcji obwiedmi)
obrebie zaréwno pasma przewodnictwa jak i walencyjnega.

Wyl-Wy4

Dwuwymiarowe uktady pseudomorficzne. Modyfikacja

Wy5 . .
struktury pasmowej wywotana przez ngm@nia.

Wy6 Wiasndci supersieci potprzewodnikowych. 2

Uktady jedno- i zerowymiarowe (kwantowe druty i gk).
Wy7-Wy9 | Omowienie metod wytwarzania oraz potencjalnych 6
zastosowa. Metody obliczania struktury pasmowe;.

Rozktad gstasci standw w uktadach niskowymiarowych i

Wy10 statystyka nénikow.

Absorpcjaswiatta w uktadach niskowymiarowych. Reguty
Wy11-Wyl2 |wyboru dla przej¢ optycznych mgdzy- i 4
wewngtrzpasmowych.

Fizyka ekscytondw w uktadach niskowymiarowych.

Wy13-Wyl4 | b chtanianigwiatta przez ekscytony.

Podstawowe metody batlaptycznych struktur
Wy14-Wy15 | niskowymiarowych: fotoluminescencja i spektroskopia 3
pobudzania fotoluminescenciji.

Suma godzin 30




Forma zajeé - ¢wiczenia Liczba
godzin
Cwi1-Cw3 Obliczanie energii i funkcji falowych podpasm w 6
prostokitnych studniach kwantowych.
Cw4-Cw5s Samouzgodnione obliczenia energii i funkcji feyah 4
podpasm w domieszkowanych strukturach dwuwymiardwyg
Cw6-Cw7 Wielokrotne studnie i supersieci potprzewodnikow 4
Cw8-Cw10 | Obliczanie gstdci standw w przypadku struktur 6
niskowymiarowych.
Cwl11-Cw12 | Reguty wyboru dla prz&j optycznych midzy- i 4
wewmntrzpasmowych w uktadach niskowymiarowych.
Cw13-Cw15 | Ekscytony w uktadach niskowymiarowych. 6
Suma godzin 30

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wyktad problemowy.
N2. Cwiczenia tradycyjne.

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny (F — formupca | Numer efektu Sposo6b oceny aginiccia efektu ksztatcenia
(w trakcie semestru), P ksztalcenia
— podsumowujca (na
koniec semestru)

F1 (wyktad) PEK_WO01- Egzamin pisemny.
PEK_U01

P=F1

F2 (¢wiczenia) PEK UO01- PEK _UO03, | Kolokwium. Dyskusje.
PEK_UO01

P=F2

LITERATURA PODSTAWOWA | UZUPELNIAJ ACA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] K. Sieraiski, M. Kubisa, J. Szatkowski, J. Misiewicz, Pomnodniki i struktury
potprzewodnikowe. Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocta®@02

LITERATURA UZUPEtNIAJ ACA:

[1] G. Bastard, Wave Mechanics Applied to Semicondudeterostructures. Les Edition
de Physique, Les Ulis (France) 1988

[2] E. L. Ivchenko, G. Pikus, Superlattices and Othetefbstructures, Springer, Berlin
1995

[3] L.Jacak, P. Hawrylak, A. Wojs, Kropki kwantowe.i€ha Wydawnicza PWr,
Wroctaw 1996

[4] M. J. Kelly, Low-Dimensional Semiconductors. Matdsi Physics, Technology,
Devices. Clarendon Press, Oxford 1995

[v)

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI E, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)




Dr inz. Maciej Kubisa, maciej.kubisa@pwr.wroc.pl




MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU
Podstawy teorii struktur niskowymiarowych

Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU Fizyka Techniczna
| SPECJALNGCI Nanoinzynieria

Przedmiotowy | Odniesienie przedmiotowego efektu dg Cele Tresci Numer
efekt efektow ksztatcenia zdefiniowanych dld przedmiotu*** | programowe*** narzedzia
ksztaicenia | kierunku studiéw i specjalndici (o ile dydaktycznego***
dotyczy)**
PEK_WO01 |K1FTE_W18 SI1NIN Ci Wyl-Wyl5 N1
(wiedza)
PEK_UO1 |K1FTE_W18_ SI1NIN. c2 Cwi1-Cwi15s N2
(umiejetnosci) K1FTE_U06
PEK_U02 |K1FTE_W18_SI1NIN, C2 Cw4-Cw7, N2
K1FTE_U12 Cw1l-Cwi2
PEK_U03 |K1FTE_W18_S1NIN, Cc3 Cwi1-Cw15 N2
K1FTE_UOQ05
PEK_KO01 |K1FTE_KO1 C1-C3 Wy1l-Wy1l5, N1, N2
(kompetencje) Cwi-Cwis

** _ wpisa¢ symbole kierunkowych/specjalémowych efektow ksztatcenia
*** - 7 tabeli powyzej




